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PENSUISAN RINTANGAN PROSPEK FILEM NIPIS BERDASARKAN 
ALOE VERA UNTUK APLIKASI SEBAGAI MEMORI TIDAK MERUAP 
ABSTRAK 
Pensuisan rintangan ialah satu peralihan paradigma untuk memori tidak 
meruap. Fenomena ini ditunjuk melalui struktur MIM yang berlandaskan bahan bio-
organik. Aloe vera merupakan sejenis penebat bio-organik yang berpotensi untuk 
aplikasi elektronik. Namun, pensuisan rintangan masih belum ditunjuk oleh peranti 
yang berdasarkan Aloe vera. Oleh itu, objektif pengajian ini adalah untuk 
membuktikan bahawa pensuisan rintangan boleh ditunjuk dengan strucktur MIM yang 
berdasarkan jel Aloe vera. Peranti ini hanya mempamirkan pensuisan rintangan dwi-
kutub jikalau jel tersebut dikeringkan pada suhu 50°C. Ia perlu dikeringkan dengan 
20–60 wt% etanol untuk membolehkan pensuisan rintangan pada suhu lain. 
Mekanisme pensuisan boleh diterangi melalui arus berbatasan ruang-caj. Elektrod 
atasan mempunyai impak terhadap mekanisme pensuisan kerana pensuisan yang 
diperhatikan adalah juga dikaitkan dengan pengaliran filamen jikalau Ag atau Al 
digunakan sebagai elektrod atasan. Peranti tersebut mempamirkan prestasi yang bagus 
dengan tetingkap baca memori yang luas (~5 V), nisbah ON/OFF yang besar (>105), 
kitaran ketahanan yang panjang (>100 kitaran), dan tempoh pengekalan yang 
cemerlang (≥104). Acemannan dan pectin adalah punca pensuisan tersebut. Peranti 
berlandaskan polisakarida yang diekstrak mempamirkan kedua-dua se- dan dwi-kutub 
tergantung kepada elektrod atasan yang digunakan. Mekanisme peranti itu boleh 
dijelaskan oleh beberapa proses yang bersifat elektronik, eletrokimia, dan termokimia. 
Ia menyampaikan prestasi yang sangat baik, termasuk tetingkap baca memori selebar 
5.2 V dan nisbah ON/OFF sebesar ~107. Selain itu, rintangan keadaan OFF peranti ini 
boleh dimodulasikan lebih daripada 5 perintah magnitude dengan ICC dan v. Kuantisasi 
